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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体層と第１内部電極及び第２内部電極が交互に積層され、且つ静電容量の形成に寄
与するアクティブ領域、及び前記アクティブ領域の上下面のうち少なくとも一面に提供さ
れる保護層を含むセラミック本体と、
　前記第１内部電極及び第２内部電極と電気的に連結され、前記セラミック本体の両端に
形成される第１外部電極及び第２外部電極と、を含み、
　前記アクティブ領域内には、前記セラミック本体の長さ方向の両側端部及び幅方向の両
側端部のうち少なくとも一つ以上に段差吸収層が配置され、前記段差吸収層が配置された
領域の側部に配置された誘電体層の厚さは、他の領域に配置された誘電体層の厚さより厚
く、
　前記第１内部電極及び第２内部電極の積層方向において、前記第１内部電極及び前記第
２内部電極のうち、前記段差吸収層の前記積層方向の一方側と他方側とにそれぞれ隣接し
た二つの内部電極の端部は、隣接した前記段差吸収層から離れる方向に曲がり、
　前記段差吸収層の厚さは、前記段差吸収層が配置された誘電体層以外の他の誘電体層の
厚さより１０倍～２０倍大きい、
　積層セラミック電子部品。
【請求項２】
　前記段差吸収層が配置された領域の側部に配置された誘電体層は、他の領域に配置され
た誘電体層より誘電体グレーンの個数がさらに多い、請求項１に記載の積層セラミック電
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子部品。
【請求項３】
　前記段差吸収層は、前記アクティブ領域のマージン部に該当する領域に配置される、請
求項１または２に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項４】
　前記段差吸収層は、前記セラミック本体の幅方向において、前記アクティブ領域のマー
ジン部に該当する領域に配置される、請求項１～３のいずれか一項に記載の積層セラミッ
ク電子部品。
【請求項５】
　前記段差吸収層は、前記セラミック本体の長さ方向において、前記アクティブ領域のマ
ージン部に該当する領域に配置される、請求項１～４のいずれか一項に記載の積層セラミ
ック電子部品。
【請求項６】
　前記第１内部電極及び第２内部電極の端部の曲がり角度は、前記誘電体層の積層面を基
準として３度～１５度である、請求項１から５のいずれか一項に記載の積層セラミック電
子部品。
【請求項７】
　誘電体層と内部電極が交互に積層され、且つ静電容量の形成に寄与するアクティブ領域
、前記アクティブ領域の上下面のうち少なくとも一面に提供される保護層を含むセラミッ
ク本体と、
　前記内部電極と電気的に連結され、前記セラミック本体の両端に形成される外部電極と
、を含み、
　前記アクティブ領域の両側端部には、少なくとも一つ以上のギャップ部が配置され、前
記ギャップ部に隣接した二つの内部電極の間の距離は、他の二つの内部電極の間の距離よ
り大きく、
　前記内部電極の積層方向において、前記ギャップ部の前記積層方向の一方側と他方側と
にそれぞれ隣接した二つの内部電極の端部は、隣接した前記ギャップ部から離れる方向に
曲がり、
　前記ギャップ部の厚さは、前記ギャップ部が配置された誘電体層以外の他の誘電体層の
厚さより１０倍～２０倍大きい、
　積層セラミック電子部品。
【請求項８】
　前記ギャップ部は、前記アクティブ領域のマージン部に該当する領域に配置される、請
求項７に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項９】
　前記ギャップ部は、前記セラミック本体の幅方向において、前記アクティブ領域のマー
ジン部に該当する領域に配置される、請求項７または８に記載の積層セラミック電子部品
。
【請求項１０】
　前記ギャップ部は、前記セラミック本体の長さ方向において、前記アクティブ領域のマ
ージン部に該当する領域に配置される、請求項７～９のいずれか一項に記載の積層セラミ
ック電子部品。
【請求項１１】
　前記ギャップ部に隣接した二つの内部電極の端部の曲がり角度は、前記誘電体層の積層
面を基準として３度～１５度である、請求項７～１０のいずれか一項に記載の積層セラミ
ック電子部品。
【請求項１２】
　前記ギャップ部が配置された領域の側部に配置された誘電体層は、他の領域に配置され
た誘電体層より誘電体グレーンの個数がさらに多い、請求項７～１１のいずれか一項に記
載の積層セラミック電子部品。
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【請求項１３】
　誘電体層と内部電極が交互に積層され、且つ静電容量の形成に寄与するアクティブ領域
、及び前記アクティブ領域の上下面のうち少なくとも一面に提供される保護層を含むセラ
ミック本体と、
　前記内部電極と電気的に連結され、前記セラミック本体の両端に形成される外部電極と
、を含み、
　前記アクティブ領域の両側端部には、少なくとも一つ以上のギャップ部が配置され、前
記内部電極の積層方向において、前記ギャップ部の前記積層方向の一方側と他方側とにそ
れぞれ隣接した二つの内部電極は、前記ギャップ部から離れる方向に曲がり、
　前記ギャップ部の厚さは、前記ギャップ部が配置された誘電体層以外の他の誘電体層の
厚さより１０倍～２０倍大きい、
　積層セラミック電子部品。
【請求項１４】
　前記ギャップ部は、前記アクティブ領域のマージン部に該当する領域に配置される、請
求項１３に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項１５】
　前記ギャップ部は、前記セラミック本体の幅方向において、前記アクティブ領域のマー
ジン部に該当する領域に配置される、請求項１３または１４に記載の積層セラミック電子
部品。
【請求項１６】
　前記ギャップ部は、前記セラミック本体の長さ方向において、前記アクティブ領域のマ
ージン部に該当する領域に配置される、請求項１３～１５のいずれか一項に記載の積層セ
ラミック電子部品。
【請求項１７】
　前記ギャップ部に隣接した二つの内部電極の端部の曲がり角度は、前記誘電体層の積層
面を基準として３度～１５度である、請求項１３～１６のいずれか一項に記載の積層セラ
ミック電子部品。
【請求項１８】
　前記ギャップ部が配置された領域の側部に配置された誘電体層は、他の領域に配置され
た誘電体層より誘電体グレーンの個数がさらに多い、請求項１３～１７のいずれか一項に
記載の積層セラミック電子部品。
【請求項１９】
　前記ギャップ部に隣接した二つの内部電極の間の距離は、他の二つの内部電極の間の距
離より大きい、請求項１３～１８のいずれか一項に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項２０】
　第１及び第２セラミックグリーンシートを製造する段階と、
　前記第１セラミックグリーンシート上に導電性金属ペーストを用いて内部電極パターン
を形成する段階と、
　前記第２セラミックグリーンシートの長さ方向の両側端部及び幅方向の両側端部のうち
少なくとも一つ以上にセラミック部材を形成して、段差吸収層を形成する段階と、
　前記第１及び第２セラミックグリーンシートを積層して、誘電体層と第１内部電極及び
第２内部電極を含むセラミック本体を形成する段階と、
　前記第１内部電極及び第２内部電極と電気的に連結される第１外部電極及び第２外部電
極を形成する段階と、を含み、
　前記セラミック本体は、静電容量の形成に寄与するアクティブ領域、及び前記アクティ
ブ領域の上下面のうち少なくとも一面に提供される保護層を含み、前記アクティブ領域は
、少なくとも２層以上の第１セラミックグリーンシートを積層し、その上部に第２セラミ
ックグリーンシートを積層する段階を繰り返すことにより形成され、
　前記第１内部電極及び第２内部電極の積層方向において、第１内部電極及び第２内部電
極のうち、前記段差吸収層の前記積層方向の一方側と他方側とにそれぞれ隣接した二つの
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内部電極の端部は、隣接した前記段差吸収層から離れる方向に曲がり、
　前記段差吸収層の厚さは、前記第１セラミックグリーンシートの厚さより１０倍～２０
倍大きい、
　積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項２１】
　前記第２セラミックグリーンシートは、一面が内部電極パターンと接し、他面が第１セ
ラミックグリーンシートと接する、請求項２０に記載の積層セラミック電子部品の製造方
法。
【請求項２２】
　前記段差吸収層は、前記アクティブ領域のマージン部に該当する領域に配置される、請
求項２０または２１に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項２３】
　前記段差吸収層は、前記セラミック本体の幅方向において、前記アクティブ領域のマー
ジン部に該当する領域に配置される、請求項２０～２２のいずれか一項に記載の積層セラ
ミック電子部品の製造方法。
【請求項２４】
　前記段差吸収層は、前記セラミック本体の長さ方向において、前記アクティブ領域のマ
ージン部に該当する領域に配置される、請求項２０～２３のいずれか一項に記載の積層セ
ラミック電子部品の製造方法。
【請求項２５】
　前記第１内部電極及び第２内部電極の端部の曲がり角度は、前記誘電体層の積層面を基
準として３度～１５度である、請求項２０～２４のいずれか一項に記載の積層セラミック
電子部品の製造方法。
【請求項２６】
　前記第２セラミックグリーンシートの長さ方向の両側端部及び幅方向の両側端部のうち
少なくとも一つ以上にセラミック部材を形成する方法は、印刷法又はパンチング法により
行われる、請求項２０～２５のいずれか一項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法
。
【請求項２７】
　前記段差吸収層が配置された領域の側部に配置された誘電体層は、他の領域に配置され
た誘電体層より誘電体グレーンの個数がさらに多い、請求項２０～２６のいずれか一項に
記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項２８】
　前記段差吸収層に隣接した二つの内部電極の間の距離は、他の二つの内部電極の間の距
離より大きい、請求項２０～２７のいずれか一項に記載の積層セラミック電子部品の製造
方法。
【請求項２９】
　誘電体層を介して交互に配置された第１内部電極及び第２内部電極、及び幅方向の両側
に延びたマージン部内に配置された段差吸収層を含むセラミック本体と、
　前記第１内部電極及び第２内部電極と電気的に連結され、前記セラミック本体の両端に
形成される第１外部電極及び第２外部電極と、を含み、
　前記段差吸収層は、前記セラミック本体の一端面において前記第１内部電極の上部に配
置され、他端面において前記第２内部電極の下部に配置され、
　前記第１内部電極及び第２内部電極の積層方向において、第１内部電極及び第２内部電
極のうち、記段差吸収層の前記積層方向の一方側と他方側とにそれぞれ隣接した二つの内
部電極の端部は、隣接した前記段差吸収層から離れる方向に曲がり、
　前記段差吸収層の厚さは、第１内部電極及び第２内部電極の間に配置された誘電体層の
うち一つの厚さに対して１０倍以上である、
　積層セラミック電子部品。
【請求項３０】
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　前記段差吸収層は複数個であり、それぞれの前記段差吸収層の間には複数個の内部電極
が配置される、請求項２９に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項３１】
　前記段差吸収層が配置された領域の側部に配置された誘電体層の全体の厚さは、他の領
域に配置された誘電体層の厚さより厚い、請求項３０に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項３２】
　前記段差吸収層が配置された領域の側部に配置された誘電体層は、他の領域に配置され
た誘電体層より誘電体グレーンの個数がさらに多い、請求項３０又は３１に記載の積層セ
ラミック電子部品。
【請求項３３】
　前記セラミック本体の長さ方向マージン部に配置された段差吸収層の厚さは、前記セラ
ミック本体の幅方向マージン部に配置された段差吸収層の厚さの１／２以下である、請求
項２９～３２のいずれか一項に記載の積層セラミック電子部品。
【請求項３４】
　前記第１内部電極及び第２内部電極の端部の曲がり角度は、前記誘電体層の積層面を基
準として３度～１５度である、請求項２９～３３のいずれか一項に記載の積層セラミック
電子部品。
【請求項３５】
　マージン部によって一面以上に離れて第１セラミックグリーンシート上に内部電極パタ
ーンを形成する段階と、
　前記第１セラミックグリーンシートのマージン部に対応する第２セラミックグリーンシ
ートの領域上にセラミック部材を形成する段階と、
　複数の第１セラミックグリーンシート上に前記第２セラミックグリーンシートのうち一
つ以上を積層する段階と、
　積層方向において、前記セラミック部材の前記積層方向の一方側と他方側とにそれぞれ
に隣接した二つの内部電極の端部は、隣接した前記セラミック部材から離れる方向に曲が
るように前記積層された第１及び第２セラミックグリーンシートを焼成する段階と、を含
み、
　前記セラミック部材が前記第１セラミックグリーンシートの厚さに対して１０倍以上の
厚さを有するように前記積層された第１及び第２セラミックグリーンシートを焼成する段
階をさらに含む、
　積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項３６】
　前記積層された第１及び第２セラミックグリーンシートの上面又は下面に保護層を形成
する段階と、
　内部電極パターンと電気的に連結されるように前記積層された第１及び第２セラミック
グリーンシートの端部に外部電極を形成する段階と、をさらに含む、請求項３５に記載の
積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項３７】
　前記内部電極の端部の曲がり角度は、誘電体層の積層面を基準として３度～１５度であ
る、請求項３５または３６に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項３８】
　前記セラミック部材は、スクリーン印刷法又はグラビア印刷法により形成される、請求
項３５～３７のいずれか一項に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項３９】
　製造される前記積層セラミック電子部品において、前記セラミック部材が配置された領
域の側部に配置された誘電体層は、他の領域に配置された誘電体層より誘電体グレーンの
個数がさらに多い、請求項３５～３８のいずれか一項に記載の積層セラミック電子部品の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高容量積層セラミック電子部品において、部品内部の段差を改善して耐電圧
特性を向上させた積層セラミック電子部品及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　積層セラミック電子部品は、積層された複数の誘電体層と、一誘電体層を挟んで対向配
置される内部電極と、上記内部電極に電気的に接続された外部電極と、を含む。
【０００３】
　積層セラミック電子部品は、小型でありながら高容量が保証され、実装が容易であると
いう利点から、コンピューター、ＰＤＡ、携帯電話などの移動通信装置の部品として広く
使用されている。
【０００４】
　近年、電子製品の小型化及び多機能化に伴い、チップ部品もまた小型化及び高機能化す
る傾向にあり、積層セラミック電子部品もそのサイズが小さく、且つ容量が大きい高容量
の製品が求められている。
【０００５】
　一般的に、積層セラミック電子部品の製造方法は、セラミックグリーンシートを製造し
、セラミックグリーンシート上に導電性ペーストを印刷して内部電極膜を形成する。内部
電極膜が形成されたセラミックグリーンシートを数十層から数百層まで重ねて積み上げ、
グリーンセラミック本体を作製する。
【０００６】
　次に、グリーンセラミック本体を高温及び高圧で圧着し、強固なグリーンセラミック本
体を作製し、切断工程を経た後、仮焼、焼成、研磨を行い、外部電極を形成して積層セラ
ミックキャパシターを完成する。
【０００７】
　近年、積層されるセラミックグリーンシートの数が増加するに伴い、セラミックグリー
ンシートの積層工程と圧着工程を行う間に製品の信頼性に影響を及ぼすという問題点が発
生している。
【０００８】
　すなわち、セラミックグリーンシートは、内部電極形成部と内部電極非形成部であるマ
ージン部とからなり、セラミックグリーンシートが積層された後、所定の圧力が印加され
て互いに圧着される場合、内部電極形成部と内部電極非形成部であるマージン部との段差
が激しくなり、耐電圧特性が低下するという問題がある。
【０００９】
　上記段差は、内部電極形成部での内部電極と誘電体層の密度と、内部電極非形成部であ
るマージン部でのその密度との差によって発生する。
【００１０】
　上記のような段差の問題を改善するために、セラミック本体のマージン部に別のセラミ
ック材料をネガティブ印刷（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ）工程により追加する
技術があるが、この場合、セラミックグリーンシートで内部電極非形成部であるマージン
部に別のセラミックスラリーを印刷する工程が非常に困難であるという問題がある。
【００１１】
　また、マージン部に別のセラミック材料をネガティブ印刷（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒｉ
ｎｔｉｎｇ）工程により追加する方法は、精度が高くなく、積層後のセラミックグリーン
シートの整列（Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）不良の問題によって段差改善の効果が十分でない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００８－０１６７０６号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上記問題点を解決するためのものであり、本発明の一実施例によると、高容
量積層セラミック電子部品において、部品内部の段差を改善して耐電圧特性を向上させた
積層セラミック電子部品及びその製造方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一実施形態は、誘電体層と第１内部電極及び第２内部電極が交互に積層され、
且つ静電容量の形成に寄与するアクティブ領域、及び上記アクティブ領域の上下面のうち
少なくとも一面に提供される保護層を含むセラミック本体と、上記第１内部電極及び第２
内部電極と電気的に連結され、上記セラミック本体の両端に形成される第１外部電極及び
第２外部電極と、を含み、上記アクティブ領域内には、上記セラミック本体の長さ方向の
両側端部及び幅方向の両側端部のうち少なくとも一つ以上に段差吸収層が配置され、上記
段差吸収層が配置された領域の側部に配置された誘電体層の厚さは、他の領域に配置され
た誘電体層の厚さより厚い積層セラミック電子部品を提供する。
【００１５】
　本発明の他の実施形態は、誘電体層と内部電極が交互に積層され、且つ静電容量の形成
に寄与するアクティブ領域、及び上記アクティブ領域の上下面のうち少なくとも一面に提
供される保護層を含むセラミック本体と、上記内部電極と電気的に連結され、上記セラミ
ック本体の両端に形成される外部電極と、を含み、上記アクティブ領域の両側端部には、
少なくとも一つ以上のギャップ部が配置され、上記ギャップ部に隣接した二つの内部電極
の間の距離は、他の二つの内部電極の間の距離より大きい積層セラミック電子部品を提供
する。
【００１６】
　本発明の他の実施形態は、誘電体層と内部電極が交互に積層され、且つ静電容量の形成
に寄与するアクティブ領域、及び上記アクティブ領域の上下面のうち少なくとも一面に提
供される保護層を含むセラミック本体と、上記内部電極と電気的に連結され、上記セラミ
ック本体の両端に形成される外部電極と、を含み、上記アクティブ領域の両側端部には、
少なくとも一つ以上のギャップ部が配置され、上記ギャップ部に隣接した二つの内部電極
は、上記内部電極の積層方向において、上記ギャップ部から離れる方向に曲がる積層セラ
ミック電子部品を提供する。
【００１７】
　本発明の他の実施形態は、第１及び第２セラミックグリーンシートを製造する段階と、
上記第１セラミックグリーンシート上に導電性金属ペーストを用いて内部電極パターンを
形成する段階と、上記第２セラミックグリーンシートの長さ方向の両側端部及び幅方向の
両側端部のうち少なくとも一つ以上にセラミック部材を形成して、段差吸収層を形成する
段階と、上記第１及び第２セラミックグリーンシートを積層して、誘電体層と第１内部電
極及び第２内部電極を含むセラミック本体を形成する段階と、上記第１内部電極及び第２
内部電極と電気的に連結される第１外部電極及び第２外部電極を形成する段階と、を含み
、上記セラミック本体は、静電容量の形成に寄与するアクティブ領域、及び上記アクティ
ブ領域の上下面のうち少なくとも一面に提供される保護層を含み、上記アクティブ領域は
、少なくとも２層以上の第１セラミックグリーンシートを積層し、その上部に第２セラミ
ックグリーンシートを積層する段階を繰り返すことにより形成される積層セラミック電子
部品の製造方法を提供する。
【００１８】
　本発明の他の実施形態は、誘電体層を介して交互に配置された第１内部電極及び第２内
部電極、及び幅方向の両側に延びたマージン部内に配置された段差吸収層を含むセラミッ
ク本体と、上記第１内部電極及び第２内部電極と電気的に連結され、上記セラミック本体
の両端に形成される第１外部電極及び第２外部電極と、を含み、上記段差吸収層は、上記
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セラミック本体の一端面において上記第１内部電極の上部に配置され、他端面において上
記第２内部電極の下部に配置される積層セラミック電子部品を提供する。
【００１９】
　本発明の他の実施形態は、マージン部によって一面以上に離れて第１セラミックグリー
ンシート上に内部電極パターンを形成する段階と、上記第１セラミックグリーンシートの
マージン部に対応する第２セラミックグリーンシートの領域上にセラミック部材を形成す
る段階と、複数の第１セラミックグリーンシート上に上記第２セラミックグリーンシート
のうち一つ以上を積層する段階と、を含む積層セラミック電子部品の製造方法を提供する
。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によると、静電容量の形成に寄与するアクティブ領域において、マージン部に段
差吸収層が配置された少なくとも一つ以上の別の誘電体層を配置することにより、段差の
問題を改善して耐電圧特性が向上した高容量積層セラミック電子部品を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る積層セラミックキャパシターを概略的に示す斜視図で
ある。
【図２】本発明の一実施形態を説明するための図１のＡ－Ａ'線に沿った断面図である。
【図３】図２のＰ領域を拡大した拡大図である。
【図４】本発明の一実施形態を説明するための図１のＢ－Ｂ'線に沿った断面図である。
【図５】本発明の他の実施形態を説明するための図１のＡ－Ａ'線に沿った断面図である
。
【図６】本発明の一実施形態に係る積層セラミックキャパシターの積層構造を示す断面図
である。
【図７ａ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図７ｂ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図７ｃ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図７ｄ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図７ｅ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図８ａ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図８ｂ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図８ｃ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図８ｄ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図８ｅ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図９ａ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図９ｂ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
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【図９ｃ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図９ｄ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【図９ｅ】本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法を示す工
程図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下では、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。しかし
、本発明の実形態は様々な他の形態に変形されることができ、本発明の範囲は以下で説明
する実施形態に限定されない。また、本発明の実施形態は、当該技術分野で平均的な知識
を有する者に本発明をより完全に説明するために提供されるものである。したがって、図
面における要素の形状及び大きさなどはより明確な説明のために誇張されることがある。
【００２３】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施形態に係る積層セラミック電子部
品について説明するに際し、特に積層セラミックキャパシターについて説明するが、これ
に制限されるものではない。
【００２４】
　図１は本発明の一実施形態に係る積層セラミックキャパシターを概略的に示す斜視図で
あり、図２は図１のＡ－Ａ'線に沿った断面図である。
【００２５】
　図３は図２のＰ領域を拡大した拡大図である。
【００２６】
　図１及び図２を参照すると、本発明の一実施形態に係る積層セラミックキャパシター１
００は、誘電体層１１１と第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２が交互に積層さ
れたセラミック本体１１０と、上記第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２と電気
的に連結され、上記セラミック本体１１０の両端に形成される第１外部電極及び第２外部
電極１３１、１３２と、を含む。
【００２７】
　本発明の一実施形態によると、積層セラミックキャパシターの「長さ方向」は図１の「
Ｌ」方向、「幅方向」は「Ｗ」方向、「厚さ方向」は「Ｔ」方向と定義されることができ
る。上記「厚さ方向」は、誘電体層を積み上げる方向、すなわち「積層方向」と同じ概念
として使用することができる。
【００２８】
　上記セラミック本体１１０の形状は、特に制限されないが、一般的に六面体の形状であ
ってもよい。また、その寸法は、特に制限されないが、例えば、０．６ｍｍ×０．３ｍｍ
サイズであってもよく、１．０μＦ以上の高積層及び高容量積層セラミックキャパシター
であってもよい。
【００２９】
　本発明の一実施形態によると、上記誘電体層１１１を形成する原料は、チタン酸バリウ
ム（ＢａＴｉＯ３）粉末であってもよいが、これに制限されるものではなく、これにセラ
ミック添加剤、有機溶剤、可塑剤、結合剤、分散剤などが添加されてもよい。
【００３０】
　上記第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２を形成する材料は、銅（Ｃｕ）、ニッ
ケル（Ｎｉ）、銀（Ａｇ）及び銀－パラジウム（Ａｇ－Ｐｄ）のうち一つ以上の物質から
なる導電性ペーストを使用して形成されることができる。
【００３１】
　第１外部電極及び第２外部電極１３１、１３２は、セラミック本体１１０の両側面を覆
うように形成されることができ、セラミック本体１１０の一面に露出した第１内部電極及
び第２内部電極１２１、１２２と接続して電気的に連結されることができる。
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【００３２】
　このような第１外部電極及び第２外部電極１３１、１３２は、セラミック本体１１０の
両端に導電性ペーストを塗布して形成することができ、上記導電性ペーストの主要成分と
しては、銅（Ｃｕ）のような金属成分や、ガラス及び有機材料などを含むことができる。
【００３３】
　本発明の一実施形態によると、上記セラミック本体１１０は、複数の第１誘電体層１１
１ａとその一面に第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２が交互に配置されて静電
容量の形成に寄与するアクティブ領域Ｌａと、上記アクティブ領域Ｌａの上下面のうち少
なくとも一面に提供される保護層Ｌｃと、を含み、上記アクティブ領域Ｌａ内には、両側
端部に段差吸収層１１２が配置された少なくとも一つ以上の第２誘電体層１１１ｂが挿入
される。
【００３４】
　上記セラミック本体１１０は、複数の誘電体層１１１が厚さ方向に積層されて形成され
ることができる。
【００３５】
　より具体的には、上記セラミック本体１１０は、図２に図示されているように、複数の
誘電体層１１１が厚さ方向に積層され、第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２が
誘電体層と対向して交互に積層されてキャパシターの静電容量の形成に寄与するアクティ
ブ領域Ｌａが配置され、上記アクティブ領域Ｌａの上下面のうち少なくとも一面に提供さ
れる保護層Ｌｃが配置される。
【００３６】
　上記アクティブ領域Ｌａに配置される第１誘電体層１１１ａの１層の厚さは、積層セラ
ミックキャパシターの容量設計に応じて任意に変更することができるが、本発明の一実施
形態において、焼成後、一つの誘電体層の厚さは、１．０μｍ以下であってもよい。
【００３７】
　上記セラミック本体１１０のアクティブ領域Ｌａには、複数の第１内部電極及び第２内
部電極１２１、１２２が配置される。
【００３８】
　上記第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２は、第１誘電体層１１１ａを形成す
るセラミックグリーンシート上に形成されて積層され、焼結により一誘電体層を挟み、上
記セラミック本体１１０の内部に形成されることができる。
【００３９】
　上記内部電極は、互いに異なる極性を有する第１内部電極１２１と第２内部電極１２２
を一対とすることができ、アクティブ領域Ｌａに配置される第１誘電体層１１１ａを挟ん
で積層方向に沿って対向配置されることができる。
【００４０】
　第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２の末端は、セラミック本体１１０の長さ
方向の一面に露出することができる。
【００４１】
　本発明では、内部電極が形成されていない誘電体層の領域をマージン部と称する。
【００４２】
　図２に図示されているように、セラミックキャパシターの幅方向（Ｗ方向）に形成され
たマージン部を幅方向マージン部ＭＷとし、後述するように図４に図示されているセラミ
ックキャパシターの長さ方向（Ｌ方向）に形成されたマージン部を長さ方向マージン部Ｍ

Ｌとする。
【００４３】
　すなわち、一誘電体層１１１は、長さ方向（Ｌ方向）に第１内部電極１２１又は第２内
部電極１２２が形成されていない長さ方向マージン部ＭＬを有することができ、幅方向（
Ｗ方向）に第１内部電極１２１又は第２内部電極１２２が形成されていない幅方向マージ
ン部ＭＷを有することができる。
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【００４４】
　上記第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２の厚さは、用途などに応じて適宜決
定することができるが、例えば、１．０μｍ以下であってもよい。
【００４５】
　本発明の一実施形態によると、上記セラミック本体１１０を構成する誘電体層は、当業
界において一般的に使用されるセラミック粉末を含むことができる。これに制限されるも
のではなく、例えば、ＢａＴｉＯ３系セラミック粉末を含んでもよい。ＢａＴｉＯ３系セ
ラミック粉末は、これに制限されるものではなく、例えば、ＢａＴｉＯ３にＣａ、Ｚｒな
どが一部固溶された（Ｂａ１－ｘＣａｘ）ＴｉＯ３、Ｂａ（Ｔｉ１－ｙＣａｙ）Ｏ３、（
Ｂａ１－ｘＣａｘ）（Ｔｉ１－ｙＺｒｙ）Ｏ３又はＢａ（Ｔｉ１－ｙＺｒｙ）Ｏ３などが
ある。上記セラミック粉末の平均粒径は、これに制限されるものではないが、例えば、０
．８μｍ以下であってもよく、好ましくは０．０５～０．５μｍであってもよい。
【００４６】
　また、誘電体層は、上記セラミック粉末とともに遷移金属酸化物又は炭化物、希土類元
素及びＭｇ、Ａｌなどを含むことができる。
【００４７】
　本発明の一実施形態によると、上記アクティブ領域Ｌａ内には両側端部に段差吸収層１
１２が配置された少なくとも一つ以上の第２誘電体層１１１ｂが挿入される。
【００４８】
　すなわち、上記アクティブ領域Ｌａは、第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２
と交互に積層配置される複数の第１誘電体層１１１ａの間に、両側端部に段差吸収層１１
２が配置された第２誘電体層１１１ｂが挿入された構造を有する。
【００４９】
　上記の構造は、後述するように、焼成後、第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２
２となる導電性金属ペーストが塗布された第１セラミックグリーンシートを複数枚積層し
、その上部に、両側端部にセラミック部材を形成して段差吸収層が形成された第２セラミ
ックグリーンシートを積層することにより実現する。
【００５０】
　近年、積層されるセラミックグリーンシートの数が増加するに伴い、セラミックグリー
ンシートの積層工程と圧着工程を行う間に製品の信頼性に影響を及ぼすという問題点が発
生している。
【００５１】
　すなわち、セラミックグリーンシートは、内部電極形成部と内部電極非形成部であるマ
ージン部とからなり、セラミックグリーンシートが積層された後、所定の圧力が印加され
て互いに圧着される場合、内部電極形成部と内部電極非形成部であるマージン部との段差
が激しくなり、耐電圧特性が低下するという問題がある。
【００５２】
　上記のような段差の問題を改善するために、セラミック本体のマージン部に別のセラミ
ック材料をネガティブ印刷（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ）工程により追加する
技術があるが、この場合、セラミックグリーンシートで内部電極非形成部であるマージン
部に別のセラミックスラリーを印刷する工程が非常に困難であるという問題がある。
【００５３】
　また、マージン部に別のセラミック材料をネガティブ印刷（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒｉ
ｎｔｉｎｇ）工程により追加する方法は、精度が高くなく、積層後のセラミックグリーン
シートの整列（Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）不良の問題によって段差の問題の改善効果が十分で
ない。
【００５４】
　また、ネガティブ印刷（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ）工程を使用する場合、
製造コストが増加し、工程自体の難易度が高くて不良率が高く、精密な製品の実現が困難
であるという問題がある。
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【００５５】
　しかし、本発明の一実施形態によると、上記アクティブ領域Ｌａが第１内部電極及び第
２内部電極１２１、１２２と交互に積層配置される複数の第１誘電体層１１１ａの間に、
両側端部に段差吸収層１１２が配置された第２誘電体層１１１ｂが挿入される構造を有す
ることにより、段差の問題を改善して耐電圧特性が向上した高容量積層セラミック電子部
品を実現することができる。
【００５６】
　上記両側端部は、上記アクティブ領域Ｌａのマージン部ＭＷ、ＭＬに該当する領域であ
ってもよい。
【００５７】
　すなわち、静電容量の形成に寄与するアクティブ領域Ｌａは、第１内部電極及び第２内
部電極１２１、１２２と交互に積層配置される複数の第１誘電体層１１１ａと別に内部電
極非形成部であるマージン部ＭＷ、ＭＬに段差吸収層１１２が配置された少なくとも一つ
以上の第２誘電体層１１１ｂが配置された構造を有する。
【００５８】
　段差の問題を改善するために、セラミック本体のマージン部に別のセラミック材料をネ
ガティブ印刷（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ）工程により追加する従来の構造は
、第１内部電極及び第２内部電極と交互に積層配置される複数の誘電体層において、内部
電極非形成部であるマージン部にセラミックスラリーを印刷する方法により実現するため
、上記のような本発明の一実施形態に係る構造とは異なる。
【００５９】
　すなわち、従来の構造は、内部電極が印刷された誘電体層において内部電極非形成部で
あるマージン部にセラミックスラリーを印刷するため、内部電極と印刷されるセラミック
スラリーは、同一水準で配置されるため、内部電極が印刷されていない別の誘電体層にお
いてマージン部に該当する領域に段差吸収層を配置する本発明の構造とは異なる。
【００６０】
　本発明の一実施形態によると、第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２と交互に
積層配置される複数の第１誘電体層１１１ａと別に内部電極非形成部であるマージン部Ｍ

Ｗ、ＭＬに段差吸収層１１２が配置された少なくとも一つ以上の第２誘電体層１１１ｂが
交互に積層されるため、別のセラミック材料をネガティブ印刷（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒ
ｉｎｔｉｎｇ）する従来の方法とは異なって、工程が容易であり、積層後のセラミックグ
リーンシートの整列（Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）不良の問題がなく、段差改善の効果に優れる
。
【００６１】
　本発明の一実施形態によると、上記段差吸収層１１２が配置された領域の側部に配置さ
れた誘電体層の厚さｔ１は、他の領域に配置された誘電体層の厚さｔ２より厚いことを特
徴とする。
【００６２】
　ここで、誘電体層の厚さは、セラミック本体１１０のアクティブ領域Ｌａにおいて、第
１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２が互いに対向する地点で測定されたものを意
味する。
【００６３】
　すなわち、段差吸収層１１２が配置された領域の側部に配置された誘電体層の厚さｔ１

は、上記アクティブ領域Ｌａのマージン部ＭＷ、ＭＬに配置された段差吸収層１１２と同
一平面に配置された誘電体層の厚さであり、第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２
２が互いに対向する地点で測定されたものを意味する。
【００６４】
　また、他の領域に配置された誘電体層の厚さｔ２は、アクティブ領域Ｌａのマージン部
ＭＷ、ＭＬに配置された段差吸収層１１２と同一平面ではない領域に配置された誘電体層
の厚さであり、第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２が互いに対向する地点で測
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定されたものを意味する。
【００６５】
　上記段差吸収層１１２が配置された領域の側部に配置された誘電体層の厚さｔ１が他の
領域に配置された誘電体層の厚さｔ２より厚い構造は、第１内部電極及び第２内部電極１
２１、１２２と交互に積層配置される複数の第１誘電体層１１１ａと別に内部電極非形成
部であるマージン部ＭＷ、ＭＬに段差吸収層１１２が配置された少なくとも一つ以上の第
２誘電体層１１１ｂが交互に積層されることから実現されることができる。
【００６６】
　すなわち、アクティブ領域Ｌａのマージン部ＭＷ、ＭＬに配置された段差吸収層１１２
と同一平面に配置された誘電体層は、他の位置に配置された誘電体層とは異なり、少なく
とも２層以上の誘電体層が配置されるため、段差吸収層１１２が配置された誘電体層の厚
さｔ１は、他の誘電体層の厚さｔ２より厚くなる。
【００６７】
　図２を参照すると、上記段差吸収層１１２は、上記セラミック本体の幅方向において、
上記アクティブ領域Ｌａのマージン部ＭＷに該当する領域に配置されることができる。
【００６８】
　ただし、これに制限されるものではなく、上記段差吸収層１１２は、上記セラミック本
体の幅方向と長さ方向において、上記アクティブ領域Ｌａのマージン部ＭＷ、ＭＬに該当
する全領域に配置されてもよい。
【００６９】
　また、後述する図４のように、上記段差吸収層１１２は、上記セラミック本体の長さ方
向において、上記アクティブ領域Ｌａのマージン部ＭＬに該当する領域にのみ配置されて
もよい。
【００７０】
　図２及び図３を参照すると、上記第２誘電体層１１１ｂは、一面が第１内部電極１２１
又は第２内部電極１２２と接し、他面が第１誘電体層１１１ａと接することができる。
【００７１】
　焼成後、第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２となる導電性金属ペーストが塗
布された第１セラミックグリーンシートを複数枚積層し、その上部に、両側端部にセラミ
ック部材を形成して段差吸収層が形成された第２セラミックグリーンシートを積層し、次
に、その上部に複数枚の第１セラミックグリーンシートを積層する方法を繰り返すことに
よりアクティブ領域Ｌａを形成することから、上記第２誘電体層１１１ｂは、一面が第１
内部電極１２１又は第２内部電極１２２と接し、他面が第１誘電体層１１１ａと接するこ
とができる。
【００７２】
　また、上記第２誘電体層１１１ｂの上下面のうち少なくとも一面には２層以上の第１誘
電体層１１１ａが積層されることができる。
【００７３】
　すなわち、２層以上の第１誘電体層１１１ａが積層され、その上部に上記第２誘電体層
１１１ｂが積層された構造が繰り返されることにより、アクティブ領域Ｌａが形成される
ことができる。
【００７４】
　上記第２誘電体層１１１ｂの上下面のうち少なくとも一面に配置される第１誘電体層１
１１ａの数は３層であってもよく、より多くの複数の第１誘電体層１１１ａが配置されて
もよい。
【００７５】
　本発明の一実施形態によると、第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２が配置さ
れた２層以上の第１誘電体層１１１ａを一つのユニットとしたときに、上記第２誘電体層
１１１ｂは、２層以上の第１誘電体層１１１ａで構成された一つのユニットと隣接したユ
ニットとの間に配置されることができる。
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【００７６】
　セラミック本体１１０の長さ及び／又は幅方向マージン部ＭＷ、ＭＬに段差吸収層１１
２が配置された第２誘電体層１１１ｂの層数は、特に制限されず、内部電極が積層される
ことによって発生する段差を相殺できる層数であってもよい。
【００７７】
　上記段差吸収層１１２の厚さは、特に制限されず、例えば、内部電極が積層されること
によって発生する段差を相殺できる厚さであってもよい。
【００７８】
　上記段差吸収層１１２が配置された領域の側面に配置された誘電体層は、他の領域に配
置された誘電体層より誘電体グレーンの個数がさらに多くてもよい。
【００７９】
　上記段差吸収層１１２が配置された誘電体層は、他の誘電体層とは異なり、少なくとも
２層以上の誘電体層が配置されるため、誘電体グレーンの個数がより多くてもよい。
【００８０】
　本発明の一実施形態によると、上記段差吸収層１１２の厚さｔｂは、上記第１誘電体層
１１１ａの厚さｔｄより１０倍～２０倍大きくてもよい。
【００８１】
　上記段差吸収層１１２の厚さｔｂを上記第１誘電体層１１１ａの厚さｔｄより１０倍～
２０倍大きく形成することにより、内部電極が積層されることによって発生する段差を相
殺することができ、耐電圧特性を改善することができる。
【００８２】
　例えば、第１誘電体層１１１ａの厚さｔｄが０．４μｍである場合、上記段差吸収層１
１２の厚さｔｂは、４μｍ～８μｍであってもよい。
【００８３】
　本発明の一実施形態によると、上記第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２の積
層方向において、第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２のうち上記段差吸収層１
１２に隣接した二つの内部電極の端部は、隣接した段差吸収層１１２から離れる方向に曲
がり得る。
【００８４】
　上記段差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極の端部が隣接した段差吸収層１１２か
ら離れる方向は、図２及び図３に図示されているように、内部電極或いは誘電体層の積層
方向、すなわち、セラミック本体１１０の厚さ方向であり、段差吸収層１１２から離れる
方向を意味することができる。
【００８５】
　すなわち、第１誘電体層１１１ａの厚さに比べて１０倍～２０倍大きい厚さの段差吸収
層１１２がセラミック本体１１０の長さ及び／又は幅方向マージン部ＭＷ、ＭＬに配置さ
れることにより、圧着過程で段差吸収層１１２の存在により段差吸収層１１２に隣接した
二つの内部電極の端部は曲がり得る。
【００８６】
　また、内部電極の端部は、段差吸収層１１２の存在により隣接した段差吸収層１１２か
ら離れる方向に曲がり得る。
【００８７】
　上記段差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の端部の曲がり角度（
θ）は、上記誘電体層１１１の積層面を基準として３度～１５度であってもよい。
【００８８】
　端部が誘電体層１１１の積層面を基準として３度～１５度曲がった内部電極は、上記段
差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の両方であってもよいが、これ
に制限されるものではなく、一部のみこれを満たしてもよい。
【００８９】
　上記段差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の端部が誘電体層１１
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１の積層面を基準として３度～１５度曲がることにより、耐電圧特性に優れ、且つ高容量
積層セラミックキャパシターを実現することができる。
【００９０】
　すなわち、上記段差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の端部が誘
電体層１１１の積層面を基準として３度～１５度曲がるように制御することにより、目標
設計容量を実現できるだけでなく、二つの内部電極の端部の間の間隔を一定に調節するこ
とができることから、ショートなどの不良を防ぐことができ、耐電圧特性を向上させるこ
とができる。
【００９１】
　上記段差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の端部が誘電体層１１
１の積層面を基準に曲がる角度が３度未満である場合には、容量が減少して、高容量積層
セラミックキャパシターを実現することができない。
【００９２】
　一方、上記段差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の端部が誘電体
層１１１の積層面を基準に曲がり角度が１５度を超える場合には、耐電圧特性が低下する
可能性がある。
【００９３】
　本発明の一実施形態によると、上記段差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極１２１
、１２２の間の距離は、他の二つの内部電極の間の距離より大きくてもよい。
【００９４】
　本発明の一実施形態では、段差吸収層１１２が配置された第２誘電体層１１１ｂが、２
層以上の第１誘電体層１１１ａで構成された一つのユニットと隣接したユニットとの間に
配置されることから、段差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の間に
は第１誘電体層１１１ａと第２誘電体層１１１ｂが配置され、他の二つの内部電極の間に
は第１誘電体層１１１ａのみが配置される。
【００９５】
　したがって、段差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の間の距離は
、他の二つの内部電極の間の距離より大きい。
【００９６】
　図４は本発明の一実施形態を説明するための図１のＢ－Ｂ'線に沿った断面図である。
【００９７】
　図４を参照すると、上記段差吸収層１１２は、上記セラミック本体１１０の長さ方向に
おいて、上記アクティブ領域Ｌａのマージン部ＭＬに該当する領域に配置されることがで
きる。
【００９８】
　上述のように、上記段差吸収層１１２は、上記セラミック本体１１０の長さ方向におい
て、上記アクティブ領域Ｌａのマージン部ＭＬに該当する領域に配置されてもよく、幅方
向マージン部ＭＷに配置されてもよく、長さ方向と幅方向の両方に配置されてもよい。
【００９９】
　セラミック本体１１０の長さ方向と幅方向マージン部ＭＷ、ＭＬの両方に段差吸収層１
１２が配置される場合、セラミック本体１１０の長さ方向マージン部ＭＬに配置された段
差吸収層１１２の厚さは、上記セラミック本体１１０の幅方向マージン部ＭＷに配置され
た段差吸収層１１２の厚さより小さくてもよい。
【０１００】
　例えば、セラミック本体１１０の長さ方向マージン部ＭＬに配置された段差吸収層１１
２の厚さは、上記セラミック本体１１０の幅方向マージン部ＭＷに配置された段差吸収層
１１２の厚さの１／２であってもよい。
【０１０１】
　セラミック本体１１０の長さ方向マージン部ＭＬには、第１内部電極１２１と第２内部
電極１２２が交互に配置されるため、内部電極非形成の幅方向マージン部ＭＷに比べて電
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極密度がより高く、幅方向マージン部ＭＷにおいて段差がより激しくなり得る。
【０１０２】
　したがって、セラミック本体１１０の全体から見て段差の影響を最小化し、耐電圧特性
を改善するために、電極密度がより高いセラミック本体１１０の長さ方向マージン部ＭＬ

に配置された段差吸収層１１２の厚さは、上記セラミック本体１１０の幅方向マージン部
ＭＷに配置された段差吸収層１１２の厚さより小さいか、又は１／２に調節することがで
きる。
【０１０３】
　本発明の他の実施形態によると、誘電体層１１１と内部電極１２１、１２２が交互に積
層されたセラミック本体１１０と、上記内部電極１２１、１２２と電気的に連結され、上
記セラミック本体１１０の両端に形成される外部電極１３１、１３２と、を含み、上記セ
ラミック本体１１０は、静電容量の形成に寄与するアクティブ領域Ｌａ、及び上記アクテ
ィブ領域Ｌａの上下面のうち少なくとも一面に提供される保護層Ｌｃを含み、上記アクテ
ィブ領域Ｌａの両側端部には少なくとも一つ以上のギャップ部１１２が配置され、上記ギ
ャップ部１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の間の距離は、他の二つの内部
電極の間の距離より大きい積層セラミック電子部品を提供する。
【０１０４】
　上記ギャップ部１１２は、本発明の一実施形態により第２セラミックグリーンシートの
両側端部にセラミック部材を形成して段差吸収層を形成し、導電性金属ペーストを用いて
内部電極パターンを形成した複数の第１セラミックグリーンシートの間に挿入した後、積
層及び圧着、焼成する場合に、段差吸収層によりセラミック本体のマージン部に形成され
る部分として定義されることができる。
【０１０５】
　また、両側端部に段差吸収層が配置された第２セラミックグリーンシートが、２層以上
の第１セラミックグリーンシートで構成された一つのユニットと隣接したユニットとの間
に配置されるため、段差吸収層に隣接した二つの内部電極パターンの端部は曲がり得る。
【０１０６】
　これにより、焼成後に、曲がった二つの内部電極の端部の辺りであるセラミック本体１
１０のマージン部ＭＷ、ＭＬにギャップ部１１２が配置されることができる。
【０１０７】
　また、両側端部に段差吸収層が配置された第２セラミックグリーンシートが、２層以上
の第１セラミックグリーンシートで構成された一つのユニットと隣接したユニットとの間
に配置されることから、段差吸収層に隣接した二つの内部電極パターンの間には第１セラ
ミックグリーンシートと第２セラミックグリーンシートが配置され、他の二つの内部電極
パターンの間には第１セラミックグリーンシートのみが配置される。
【０１０８】
　したがって、焼成後、ギャップ部１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の間
の距離は、他の二つの内部電極の間の距離より大きい。
【０１０９】
　また、焼成後、セラミック本体１１０のマージン部ＭＷ、ＭＬには、曲がった二つの内
部電極の端部の辺りにギャップ部１１２が配置されることから、ギャップ部１１２に隣接
した二つの内部電極１２１、１２２の端部の間の距離は、他の二つの内部電極の端部の間
の距離より大きい。
【０１１０】
　上記ギャップ部１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の間の距離と、他の二
つの内部電極の間の距離との差は、中央部より端部でより大きいことを特徴とする。
【０１１１】
　上記の特徴は、焼成後、セラミック本体１１０のマージン部ＭＷ、ＭＬには、曲がった
二つの内部電極の端部の辺りにギャップ部１１２が配置されるためである。
【０１１２】
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　その他の特徴は、上述の本発明の一実施形態に係る積層セラミック電子部品の特徴と同
一であるため、ここでは省略する。
【０１１３】
　本発明の他の実施形態は、誘電体層１１１と内部電極１２１、１２２が交互に積層され
たセラミック本体１１０と、上記内部電極１２１、１２２と電気的に連結され、上記セラ
ミック本体１１０の両端に形成される外部電極１３１、１３２と、を含み、上記セラミッ
ク本体１１０は、静電容量の形成に寄与するアクティブ領域Ｌａ、及び上記アクティブ領
域Ｌａの上下面のうち少なくとも一面に提供される保護層Ｌｃを含み、上記アクティブ領
域Ｌａの両側端部には、少なくとも一つ以上のギャップ部１１２が配置され、上記ギャッ
プ部１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２は、上記内部電極の積層方向におい
て、上記ギャップ部１１２から離れる方向に曲がる積層セラミック電子部品を提供する。
【０１１４】
　本発明の他の実施形態に係る積層セラミック電子部品は、ギャップ部１１２に隣接した
二つの内部電極１２１、１２２が上記内部電極の積層方向、すなわち、セラミック本体１
１０の厚さ方向において、上記ギャップ部１１２から離れる方向に曲がることを特徴とす
る。
【０１１５】
　上記の特徴以外は、上述の本発明の一実施形態に係る積層セラミック電子部品の特徴と
同一であるため、ここでは省略する。
【０１１６】
　図５は本発明の他の実施形態を説明するための図１のＡ－Ａ'線に沿った断面図である
。
【０１１７】
　図５を参照すると、本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターにおいて
、第１内部電極及び第２内部電極１２１、１２２が製造過程で圧着されることにより、緩
いカーブ状の形状を有することができることを示している。
【０１１８】
　また、ギャップ部１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２が上記内部電極の積
層方向、すなわち、セラミック本体１１０の厚さ方向において、上記ギャップ部１１２か
ら離れる方向に曲がる形状を有することができる。
【０１１９】
　図６は本発明の一実施形態に係る積層セラミックキャパシターの積層構造を示す断面図
である。
【０１２０】
　図６を参照すると、本発明の一実施形態に係る積層セラミックキャパシターは、導電性
金属ペーストを用いて焼成した後、第１内部電極及び第２内部電極となる内部電極パター
ン３０が形成された第１セラミックグリーンシート１１を複数枚積層し、その上部に、両
側端部にセラミック部材２２を形成して段差吸収層が形成された第２セラミックグリーン
シート２１を積層し、その上部に複数枚の第１セラミックグリーンシート１１を積層して
形成された静電容量の形成に寄与するアクティブ領域Ｌａを含む。
【０１２１】
　上記のようにアクティブ領域Ｌａが形成されることから、上記第２セラミックグリーン
シート２１は、一面が、焼成後、第１内部電極１２１又は第２内部電極１２２となる内部
電極パターン３０と接し、他面が、第１セラミックグリーンシート１１と接することがで
きる。
【０１２２】
　上記第１セラミックグリーンシート１１は、焼成後、第１誘電体層１１１ａとなり、第
２セラミックグリーンシート２１は、焼成後、第２誘電体層１１１ｂとなる。
【０１２３】
　両側端部にセラミック部材２２を形成して段差吸収層が配置された第２セラミックグリ
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ーンシート２１が、２層以上の第１セラミックグリーンシート１１で構成された一つのユ
ニットと隣接したユニットとの間に配置されることから、段差吸収層に隣接した二つの内
部電極パターン３０の間には第１セラミックグリーンシート１１と第２セラミックグリー
ンシート２１が配置され、他の二つの内部電極パターンの間には第１セラミックグリーン
シート１１のみが配置される。
【０１２４】
　したがって、焼成後、段差吸収層１１２に隣接した二つの内部電極１２１、１２２の間
の距離は、他の二つの内部電極の間の距離より大きい。
【０１２５】
　第２セラミックグリーンシート２１の両側端部にセラミック部材２２を形成する方法は
、特に制限されるものではなく、例えば、印刷法により形成してもよく、パンチングによ
り形成してもよい。
【０１２６】
　図７ａ～図７ｅは本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法
を示す工程図である。
【０１２７】
　図７ａ～図７ｅを参照すると、本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシタ
ーの製造方法は、第１及び第２セラミックグリーンシート１１、２１を製造する段階と、
上記第１セラミックグリーンシート１１上に導電性金属ペーストを用いて内部電極パター
ン３０を形成する段階と、上記第２セラミックグリーンシート２１の両側端部にセラミッ
ク部材２２を形成して、段差吸収層を形成する段階と、上記第１及び第２セラミックグリ
ーンシート１１、２１を積層して、誘電体層と第１内部電極及び第２内部電極を含むセラ
ミック本体を形成する段階と、上記第１内部電極及び第２内部電極と電気的に連結される
第１外部電極及び第２外部電極を形成する段階と、を含む。
【０１２８】
　上記セラミック本体は、静電容量の形成に寄与するアクティブ領域と、上記アクティブ
領域の上下面のうち少なくとも一面に提供される保護層と、を含み、上記アクティブ領域
は、少なくとも２層以上の第１セラミックグリーンシート１１を積層し、その上部に第２
セラミックグリーンシート２１を積層する段階を繰り返すことにより形成される。
【０１２９】
　本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法は、まず、第１及
び第２セラミックグリーンシート１１、２１を製造する。
【０１３０】
　第１セラミックグリーンシート１１は、一般的な積層セラミックキャパシターで使用さ
れるセラミックグリーンシートと同様であり、上記第１セラミックグリーンシート１１は
、セラミック粉末、バインダー、溶剤を混合してスラリーを製造し、上記スラリーをドク
ターブレード法により数μｍの厚さを有するシート（ｓｈｅｅｔ）状に作製することがで
きる。
【０１３１】
　上記スラリーは、セラミック本体のアクティブ領域の一部の誘電体層と、及び保護層を
構成する誘電体層を形成するセラミックグリーンシート用スラリーである。
【０１３２】
　第２セラミックグリーンシート２１は、第１セラミックグリーンシート１１と同様であ
るが、両側端部にセラミック部材２２を形成して段差吸収層が形成される点で異なるため
、異なるセラミックグリーンシートと名付けた。
【０１３３】
　上記セラミック部材２２は、上記第１セラミックグリーンシート１１のように、セラミ
ック粉末、バインダー、溶剤を混合したスラリー状であってもよいが、上記第１セラミッ
クグリーンシート１１を形成するスラリーとバインダー及び溶剤の含有量において異なる
。
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【０１３４】
　次に、上記第１セラミックグリーンシート１１上に導電性金属ペーストを塗布して内部
電極パターン３０を形成する。
【０１３５】
　上記内部電極パターン３０は、スクリーン印刷法又はグラビア印刷法により形成される
ことができる。
【０１３６】
　図７ａを参照すると、導電性金属ペーストを塗布して内部電極パターン３０を形成した
第１セラミックグリーンシート１１を３枚示して一つのユニットと表現しており、このよ
うなユニットが複数個作製されてもよい。また、一つのユニットをなす第１セラミックグ
リーンシート１１の層数は、制限されず、例えば、２層以上であってもよい。
【０１３７】
　次に、上記第２セラミックグリーンシート２１の両側端部にセラミック部材２２を形成
して段差吸収層を形成する。
【０１３８】
　図７ｂを参照すると、両側端部にセラミック部材２２を形成して段差吸収層を形成した
第２セラミックグリーンシート２１を３枚示しているが、これに制限されるものではなく
、複数個が作製されてもよい。
【０１３９】
　第２セラミックグリーンシート２１の両側端部にセラミック部材２２を形成する方法は
、特に制限されるものではなく、例えば、印刷法により形成してもよく、パンチングによ
り形成してもよい。
【０１４０】
　図７ｃを参照すると、上記導電性金属ペーストを塗布して内部電極パターン３０を形成
した第１セラミックグリーンシート１１を複数枚積層する。
【０１４１】
　図７ｃでは、第１セラミックグリーンシート１１を３枚積層しているが、これに制限さ
れるものではない。
【０１４２】
　図７ｄを参照すると、一つのユニットである積層された第１セラミックグリーンシート
１１上に段差吸収層を形成した第２セラミックグリーンシート２１を積層する。
【０１４３】
　上記段差吸収層は、第２セラミックグリーンシート２１において、第１セラミックグリ
ーンシート１１で導電性金属ペーストが塗布されていない部分、すなわち、焼成後、セラ
ミック本体のマージン部となる領域と対応する領域に形成される。
【０１４４】
　図７ｄでは、焼成後、セラミック本体の長さ方向及び幅方向マージン部に該当する全領
域に段差吸収層が形成されていることを図示しているが、これに制限されるものではなく
、長さ方向マージン部或いは幅方向マージン部にのみ形成することも可能である。
【０１４５】
　次に、上記第２セラミックグリーンシート２１上に導電性金属ペーストを塗布して内部
電極パターン３０を形成した第１セラミックグリーンシート１１を複数枚積層する。
【０１４６】
　図７ｅを参照すると、第２セラミックグリーンシート２１上に導電性金属ペーストを塗
布して内部電極パターン３０を形成した第１セラミックグリーンシート１１を３枚積層す
ることが図示されているが、これに制限されるものではない。
【０１４７】
　また、第２セラミックグリーンシート２１上に積層される第１セラミックグリーンシー
ト１１は、１枚ずつ積層してもよく、積層された第１セラミックグリーンシート１１ユニ
ットを積層してもよい。



(20) JP 6834091 B2 2021.2.24

10

20

30

40

50

【０１４８】
　このように積層される場合、複数個の第１セラミックグリーンシート１１で構成された
一つのユニットと隣接した他のユニットとの間に段差吸収層を形成した第２セラミックグ
リーンシート２１が挿入された形態で積層され、このような方法を繰り返して行うことに
より、積層数を増加させることができる。
【０１４９】
　次に、上記複数のセラミックグリーンシートを積層し、積層方向から加圧して、積層さ
れたセラミックグリーンシートと内部電極ペーストを互いに圧着させる。
【０１５０】
　このようにして、セラミックグリーンシートと内部電極ペーストが交互に積層されたセ
ラミック積層体を製造する。
【０１５１】
　この際、両側端部にセラミック部材２２を形成した第２セラミックグリーンシート２１
は、上記セラミック積層体のマージン部に段差吸収層を形成する。
【０１５２】
　上記段差吸収層により、上記セラミック積層体において内部電極による段差の発生率が
減少し、これにより耐電圧が改善する。
【０１５３】
　次に、セラミック積層体を一つのキャパシターに対応する領域ごとに切断し、チップ化
する。
【０１５４】
　この際、第１内部電極及び第２内部電極パターンの一端が側面に交互に露出するように
切断する。
【０１５５】
　次に、チップ化した積層体を、例えば、１２００℃程度に焼成して、誘電体層と第１内
部電極及び第２内部電極を含むセラミック本体を製造する。
【０１５６】
　次に、セラミック本体の両端を覆い、セラミック本体の側面に露出した第１内部電極及
び第２内部電極と電気的に連結されるように第１外部電極及び第２外部電極を形成する。
【０１５７】
　次に、外部電極の表面にニッケル、スズなどのめっき処理を施すことができる。
【０１５８】
　図８ａ～図８ｅは本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法
を示す工程図である。
【０１５９】
　図８ａ～図８ｅを参照すると、第２セラミックグリーンシート２１にセラミック部材２
２を形成する工程において、セラミック本体の幅方向に、アクティブ領域のマージン部に
該当する領域にセラミック部材２２を形成した以外は、図７ａ～図７ｅに係る積層セラミ
ックキャパシターの製造方法と同一である。
【０１６０】
　図９ａ～図９ｅは本発明の他の実施形態に係る積層セラミックキャパシターの製造方法
を示す工程図である。
【０１６１】
　図９ａ～図９ｅを参照すると、第２セラミックグリーンシート２１にセラミック部材２
２を形成する工程において、セラミック本体の長さ方向に、アクティブ領域のマージン部
に該当する領域にセラミック部材２２を形成した以外は、図７ａ～図７ｅによる積層セラ
ミックキャパシターの製造方法と同一である。
【０１６２】
　下記の表１は第１内部電極及び第２内部電極の積層方向において、上記第１内部電極及
び第２内部電極の端部の曲がり角度による積層セラミックキャパシターの静電容量と耐電
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【０１６３】
【表１】

【０１６４】
　上記表１において、静電容量は、目標静電容量を１０％以上超える場合には非常に良好
（◎）、０．０％～１０％である場合には良好（○）、目標静電容量未満である場合には
不良（×）と判定した。
【０１６５】
　耐電圧特性の場合、目標耐電圧を１０％以上超える場合には非常に良好（◎）、０．０
％～１０％である場合には良好（○）、目標静電容量未満である場合には不良（×）と判
定した。
【０１６６】
　上記表１を参照すると、第１内部電極及び第２内部電極の端部の曲がり角度（θ）が３
度～１５度の範囲内にある場合に、高容量で、耐電圧特性に優れ、信頼性が改善すること
が分かる。
【０１６７】
　一方、試料１～３の場合には、第１内部電極及び第２内部電極の端部の曲がり角度（θ
）が３度未満であり、静電容量が減少するという問題があり、試料１３及び１４の場合に
は、第１内部電極及び第２内部電極の端部の曲がり角度（θ）が１５度を超え、耐電圧特
性が低下するという問題がある。
【０１６８】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の範囲はこれに限定されず
、特許請求の範囲に記載された本発明の技術的思想から外れない範囲内で多様な修正及び
変形が可能であるということは、当技術分野の通常の知識を有する者には明らかである。
【符号の説明】
【０１６９】
　１００　積層セラミックキャパシター
　１１０　セラミック本体
　１１１　誘電体層
　１１２　段差吸収層（ギャップ部）
　１２１、１２２　第１内部電極及び第２内部電極
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　１３１、１３２　第１外部電極及び第２外部電極

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(24) JP 6834091 B2 2021.2.24

【図７ａ】 【図７ｂ】

【図７ｃ】 【図７ｄ】
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【図７ｅ】 【図８ａ】

【図８ｂ】 【図８ｃ】
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【図８ｄ】 【図８ｅ】

【図９ａ】 【図９ｂ】
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【図９ｃ】 【図９ｄ】

【図９ｅ】
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